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qgu’en 1972 aux cas des interfaces plans,
sphériques et cylindriques, les hypo-
théses de base sont bien dégagées, de
nombreux diagrammes illustrent le texte
et une abondante littérature permet d’ap-
profondir chaque point de I'exposé. Le
chapitre 4 comporte une partie relative a
I’aspect théorique de la fusion de zone,
ses résultats sont employés pour analyser
les facteurs qui interviennent dans I'em-
ploi de la méthode; une autre partie
présente de maniere critique les techni-
ques utilisées dans la réalisation prati-
que. Le cinquiéme chapitre, comme le
onziéme et le treiziéme, est consacré
aux semiconducteurs: aprés analyse des
équilibres on y étudie la croissance, par
diverses techniques, de cristaux de GaAs
massiques et en films épitaxiques, on
compare ensuite les propriétés des
échantillons obtenus. Le chapitre 11,
dans lequel figurent des tables trés com-
plétes, présente la croissance en masse
et en films épitaxiques, a partir de solu-
tions dans des métaux fondus, de cristaux
semiconducteurs puis les propriétés des
matériaux obtenus. Quant au chapitre 13,
il constitue une revue critique des mé-
thodes utilisées pour obtenir sous pres-
sion des cristaux des composés -V et
1I-VI, il comporte des photos et de nom-
breux schémas intéressants.

Les chapitres 6 et 7 donnent une vue
assez encyclopédique de la croissance
a partir de flux: le premier en analyse les
principes généraux, le second en traite
les aspects pratiques (fours, creusets,
qualités des bons flux, leur choix, les
multiples sortes d’imperfections cristal-
lines), il est illustré de photos trés sug-
gestives et contient des tables bien
faites dans lesquelles sont répertoriées
les conditions d’obtention de quelques
170 cristaux d’oxydes & partir d'environ
70 fiux. Le huitieme chapitre est affecté
a la cristallisation industrielle a partir de
solutions, les grands problémes ren-
contrés sont exposés trés clairement
ainsi que les méthodes employées pour
les résoudre. Le neuviéme chapitre est
un des plus volumineux de |'ouvrage, il
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donne des indications et des apprécia-
tions trés détaillées sur la réalisation, le
controle et la mesure milieu de crois-
sance, c'est ainsi que pour les méthodes
de chauffage il est aussi bien question
des faisceaux électroniques et des radia-
tions que des flammes; comme autres
exemples de problémes considérés on
peut citer I'atmosphére (vide, haute pres-
sion), les récipients.

Le dixieme chapitre analyse la crois-
sance de cristaux a partir de phase va-
peur, par techniques de transport physi-
ques et chimiques ainsi que la nucléation
et la croissance de couches obtenues par
hétéro ou homoépitaxie. Les différentes
méthodes sont comparées et les condi-
tions requises pour les employer men-
tionnées. Les exempies donnés sont
surtout choisis parmi des semiconduc-
teurs. Le douzieme chapitre est relatif a
I'obtention de cristaux par tirage, c’est-a-
dire par la méthode de Czochralski. Ony
trouve la description des techniques
utilisées, I'étude des caractéristiques
souhaitées pour les creusets, les germes,
les bains ainsi qu'une table résumant les
conditions de croissance d'une soixan-
taine de composés, principalement des
oxydes, mais parmi lesquels il y a aussi
des halogénures, des nitrures, des car-
bures. Le chapitre 14 est trés bref, prob-
ablement parce que de nombreux ouv-
rages traitent en détail la croissance a
partir de solutions aqueuses. Il mentionne
principalement les techniques em-
ployées.

Le quinziéme chapitre est consacré a
la croissance dendritique dans les divers
processus ou elle se produit, le phéno-
mene est étudié sur le plan théorique et
sur le plan expérimental, ses consé-
quences sont analysées. Le chapitre 16
concerne des composés qui depuis quel-
ques années connaissent un regain
d'intérét, ce sont les cristaux liquides
encore appelés ‘stases mésomorphes’.
Il contient une classification de ces corps,
une description de leurs propriétés de
transformation, de leurs caractéristiques
moléculaires et structurales et enfin une

bréve revue de leurs applications. Le
dix septiéme et dernier chapitre décrit
rapidement les types de défauts des
cristaux puis les méthodes employées
pour les détecter et les caractériser.

La nature des sujets traités, i’abon-
dance des faits mentionnés tout au long
des exposés qui sont accompagnés d’en-
viron 2400 citations, font que cet ouvrage
de qualité devrait étre fort apprécié a la
fois dans les laboratoires spécialisés en
croissance cristalline et dans ceux de
chimie ou de physique des solides.
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Thorium: preparation and pro-
perties. By J. F. Smith, O. N.
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Chapters include: preparation; purifica-
tion; annealing; mechanical forming, and
other fabrication processes: mechanical
properties of thorium and its alloys ; diffu-
sion in thorium; physical properties and
alloying behaviour. Thorium provides a
critical review of published information
on the phase diagram. crystallography.
and thermodynamic properties of 71
binary systems of thorium.



